МАГНЕТОСОПРОТИВЛЕНИЕ ОБЛУЧЕННЫХ НЕЙТРОНАМИ 
НИТЕВИДНЫХ КРИСТАЛЛОВ SI0,97GE0,03
Н.Т. Павловская,1) П.Г. Литовченко1), Ю.В. Павловский2), Ю.О. Угрин2)
1)Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев
2)Дрогобычский государственный педуниверситет имени Ивана Франко, Дрогобыч
Исследовано влияние нейтронного облучения на магнетосопротивление (МС) нитевидных кристаллов Si0,97Ge0,03 (диаметром 40 ( 2 мкм р-типа с удельным сопротивлением ( = 0,018 Ом(см). Кристаллы облучались 2 МэВ нейтронами дозой 8,6∙1017 н/см2 на ВВР. После облучения проводились измерения МС в магнитных полях до 14 Тл в температурном интервале от 4,2 до 300 К.

Наличие изменения кривизны МС с вогнутой на выпуклую при температуре 4,22 К свидетельствует о том, что в это магнетосопротивление вносят вклад легкие носители заряда (электроны или легкие дырки), которые имеют высокую подвижность и очень малую концентрацию, то есть они являются неосновными свободными носителями заряда. Вычислим параметры этих неосновных носителей заряда
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где ( и n – подвижность и концентрация неосновных носителей заряда соответственно, Bn – магнетополевая точка перегиба магнетосопротивления, ((Bn) – удельное сопротивление в точке перегиба магнетосопротивления, (0 – удельное сопротивление при отсутствии поля.

По этим формулами для Т = 4,22 К получаем: ( = 1400 см2/(В·с), n = 2,9·109 см-3, т.е. при этой температуре вклад в проводимость вносит очень малое количество легких носителей заряда с высокой подвижностью. Вычислим отношение проводимости неосновных носителей заряда к основным по формуле 
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, откуда получаем (н/(0 = 0,32, т.е. неосновные носители заряда вносят значительный вклад в проводимость при этой температуре. Энергия активации примеси, вызываемая этими носителями заряда, исчисленная по температурной ходе сопротивления, составляет ( = 2,1 меВ. С повышением температуры этот уровень быстро истощается и при температуре около 40 К основной вклад в проводимость осуществляет уровень с энергией 11,5 мэВ.

Для выяснения влияние магнитного поля на параметры свободных носителей заряда были построены зависимости lnR (1/T) при различных значениях индукции магнитного поля, откуда сочтены энергии активации примесей. При низких температурах наклон прямой lnR(1/T) заметно возрастает, что свидетельствует о возрастании энергии активации с увеличением магнитного поля. При величине поля 10 Тл эта энергия активации составляет 2,5 мэВ, т.е. она ощутимо больше энергии активации при отсутствии поля (2,1 мэВ). Это говорит о том, что при низких температурах сопротивление растет с магнитным полем не только вследствие уменьшения подвижности свободных носителей заряда, что неизбежно в этих полях, но и в результате магнетопольового уменьшение их концентрации. При более высоких температурах (около 40 К), для всех значений магнитного поля кривые практически сливаются друг с другом, что свидетельствует о независимости энергии активации ( = 11,5 мэВ от поля, что в свою очередь говорит о независимости концентрации свободных носителей заряда от величины магнитного поля и таким образом МС определяется уменьшением подвижности этих носителей заряда (при этих температур – дырок).
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